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vorläufige technische Daten 

1 otlase: 

Infrarotlasermodul (IRLM) im Metallgehäuse mit einem Lichtwellenleiter (LWL)-Kabel mit LWL-Stecker. . 

Das IRLM enthält eine GaAs-Laserdiode (LD) als Sender, eine. Si-Fotodiode (FD) als Monitordiode, ein 

Peltierelement (TEMM) zur Temperierung der imneren Wärmesenke und einen Thermistor (RN) zur Tempe- 

raturmessung der inneren Wärmesenke. 
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Masse: 25 g, einschließ- 
lich LWL-Kabel und 
LWL-Stecker 

Standard: TGL 42942 Bild 1: Gehäuse. und Schaltzeichen 



Grenzwerte ( =@5...55°%) 

Kurzzeichen min. MAX, Einheit 
LD 

Dauerstrehlungs- 
leistung LL 2 mW 

Spitzenstrehlungs- 
leistung per'.l.23im:h % 3 mW 

Dürchlesgleichstrem !” Ir 190 n 

Spitzendurchlaßstrom 

periodisch ! I 200 m 

Sperrgleichspannung U 1 v 

Spitzensperrspamung Ur 1 v 

z 

Sperrgleichspanmung U 15 v 

ZEMM 

Durchlaßgleichstrom 12 0,85 A 

Isolationswiderstand TI5 50 k6 

zwischen beliebigen 
unabhängigen Anschlüssen 
(Strombegrenzung 100 ,uA) 

Flanschtemperatur . a 50 ® 

Kennwerte (J; =5... 50 °%) 

LD 
Dauerstrahlungsleistung 

bei Ip & 150 mi @„„ 1,5 2,0 m F 

Spitzenstrahlungsleistung ® 

bei Ippy £ 160 mi LLRM 2,5 3 z 

Schwellstrom 

(Gleichstrom) 
, * = 30 °% D 6o 120 m 

Durchlaßgleichspanmnung 

deig, = 1,5 mW U 2,3 Y 

Spnrrgléinhntron 

bei UN = 1V IR 20 Iul 

Schaltzeiten tr' tr 1 n8 

Wellenlänge der max. Emission ‚1„ 820 860 nm 

Spektrale Strahlungsbandbreite Af\o,s 1 4 nn
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Fortsetzung 

Kurzzeichen min. max, !1nhnl.& 

D ; 50 3500 u Potost * X 
Det r = 1,5 m8 P ; / 

Dunkela| trom a 

bvei Un = 10 V I'RO ; 20 nA 

Fotostrom-Gleichlauf- 

verhältnis % 
vei A = 30 % Krp 0,63 15 

ZE0 
Peltierstrom Ig 0,75 A 

FPeltierspamung } il‚ 4 Y 

L 

Thermistorwiderstand 
dei A m25 %C L 9,9 10,1 kg 

Tra - - 45 8/K \ 

1 7, dew. Ipp derf nur bis dr = 2 mW bzw. Srppy= 3 mW geregelt werden 

a 1, @ 1 

T 

Anwendungsvorschriften 

Die Bauelemente (BE) sind für den Bat!.'.l‚ch mit Kühlkörper mit einem kleinen 'l.1'.'1fl.fll.'ltfl'nfl 

(Rıp = 2,3 K/W für Flansch bis Umgebungstemperatur) vorgesehen. 

Eine Reinigung des Kühlflansches vor dem Anschrauben ist erforderlich, die Ebenheit des Kühlflan- 

sches (zwischen den Gewindelöchern) beträgt 0,1 mm. Ein Betrieb des Lasers ohne angeschlossenen 

Peltierkühler ist nicht zulässig. Die Einbaulage ist beliebig. 

Die Kontaktierung der elektrischen Anschlüsse erfolgt über einseitig kaschierte, nicht durch- 

kontaktierte Leiterplatten, Mindestdicke 1,0 mm bzw. mittels geeigneter Steckfassungen. Zum Einsatz 

kommende Steckfassungen mlssen vom BE-Hersteller freigegeben werden. Mehrmaliges Stecken reduziert 

die Lötbarkeit der Anschlüsse. Permanente Zug- oder Druckkräfte sowie Biegungen und Torsionen der 

Anschlüsse sind nicht zulässig. Ist die Leiterplatte mit dem Kühlkörper verbunden, besteht relativy 

leicht die Gefahr, daß solche Kräfte bei der Befestigung auftreten. In diesen Fällen muß das Bau- 

element erst an den Kühlkörper geschraubt werden, bevor die Anschlüsse gelötet werden. 

Mecheanische Beanspruchung des Lichtwellenleiters am Bauelementenanschluß und am Stecker: 

Der Biegradius muß mindestens 30 mm betragen. Torsions- und Zugbeanspruchung des LIWL sind nach 

T6L 55 141 einzuhalten, Der IWL ist in Abständen von 150 bis 200 mm jeweils zu firieren. 

Löten & 

Für die VQ 150 ist nur die Kolbermlötung zulässig, Die Temperatur der Lötkolbenspitze muß 280 %9 

= 20 K betragen. Die maxrimale Lötzeit beträgt 2,5 s. Die Lötstelle muß mindestens 1 mm von der 

Austrittastelle der Anschlüsse aus dem Gehäuse entfernt sein. An die Austrittsstelle der Anschlüsse 

darf kein FMlußmittel gebracht werden, Der äußere Isolationswiderstand der Austrittsstelle muß * 

1 GOhm sein, damit nicht insbesondere der Dunkelstrom der Fotodiode durch Oberflächenkriechströme 

erhöht wird. Das verwendete Flußmittel darf nicht korrodierend wirken. Zulässig aind z. B. die 
Flußmittel SW 31 und SW 32 nach TGL 14 907.



Reinigung Z 

Das Bauelement ist mit Äthanol oder Isopropanol waschbar. Die Reinigung des Lichtleitersteckers 

ist mit einem weichen, nicht fasernden Tuch und reinem Äthenol möglich. Bei der Reinigung des 

Bauelenmente-Körpers ist darauf zu achten, daß kein Waschmittel zwischen Bauelemente-Körper und 

Anschlußleiterplatte gelangt. Bei nicht restloser Austrocknung des Waschmittels wirde der Ober- 

flächenisolationswiderstend der Anschlüsse unzulässig verringert werden. 

Achtung! Bei Betrieb des Lasermoduls tritt unsichtbare Laserstrehlung aus, Nach TGL 30 064 iast die 

VQ 150 in die Sicherheiteklasse 3B eingeordnet. Es gelten die allgemeinen Betriebs- und Sicher- 

heitsbedingungen (TGL 30 690) für Halbleiterlaser, 

Aus Sicherheitsgründen (Augenschäden) ist die Austrittsfläche des LWL am Stecker bei Betrieb nur 

mit einer IR-Kamera zu betrachten. 

Die technischen Daten bleiben mur gültig, wenn keine Überlastung durch Impulsspitzen aus der Strom- 

Versorgung 6. &, auftreten. Solche Impulsspitzen, auch im ns-Bereich, können bei Ein- und Aus- 

schaltvorgängen in Stromversorgungen oder aus dem Netz an die Diode gelangen. Die Ansteuerung 801l- 

te unter diesen Gesichtspunkten ausgelegt werden. Durch elektrostatische Aufladungen können eben- 

Talls solche Impulse entstehen. Deshalb sind bei der VQ 150 die für MOS-Bauelemente üblichen 

Handhabungsvorschriften einzuhalten. Kurzschlußbrücke zwischen Anschluß 9 und Anschluß 10 im aus- 

gebauten Zustand! 
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Bild 2: Abhängigkeit der Fluß- 

0 50 100 mA 150 PDOHEMA OR FANDANEON 
Ir —— 

‚mA Ip‘fßu_l / 

Ip 10 

05 

/ Bild 3: Mittlere Abhängigkeit des Foto- 
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Bild 4: Abhängigkeit der maximalen 

Emissionswellenlänge von 

der Temperatur, bezogen auf 
Ap bdei 25 % 

Bild 5: Abhängigkeit der Dauer- 
leistungsstrahlunz vom Pluß- 

strom 

Bild 6: Abhängigkeit des Schwell- 

stromes I, von der Temperatur 

der inneren Wärmesenke, bezo- 

gen auf I, bei A = 25 °C



Herausgeber: 

veb elektronik 
im vab kombinat: mikroslektronik Har 

Mainzer Straße 25 

Berlin 1035 

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 0113055 


